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기반 저결함 결정질실리콘 표면 패턴 연구RIE Texturing

정지희1 윤경식, 1 이병찬, 2 박광묵, 2 이명복, 2

1
미리넷솔라 주( ), 2

재 대구테크노파크나노부품실용화센터( )

대역의 고효율 결정질실리콘 태양전지를 양산하기 위하여 국내외에서 다양한 연구17 18%
개발이 수행되고 있으며 국내 다결정실리콘 태양전지 양산에서도 새로운 구조와 개념에 입각한

공정기술과 관련 장비의 국산화에 집중적인 투자를 진행하고 있다 주지하는 바와 같이 태양전. ,
지의 광전효율은 표면에 입사되는 태양광의 반사를 제외하면 흡수된 광자에 의해 생성되는 전

자 정공쌍의 상대적인 비율인 내부양자효율에 의존하게 된다 실제 생성된 전자 정공쌍은 기판- . -
재료의 결정상태와 전기광학적 물성 등에 의해 일부가 재결합되어 차적인 광자의 생성이나2
열로서 작용하고 최종적으로 전자와 정공이 완전히 분리되고 전극에 포집되어 실질적인 유효전

류로 작용한다 이상의 고효율 결정질 실리콘 태양전지 양산이 요구되고 있는 현실에서. 16%
광전효율 개선 위해 가장 우선적으로 고려되어야 할 변수는 입력 태양광스펙트럼에 대한 결정

질 실리콘 표면반사율을 최소화하여 광흡수를 극대화하는 것이라 할 수 있다 현재까지 다결정.
실리콘 표면을 화학적으로 혹은 플라즈마이온으로 직경의 바늘형 피라미드형상으로50-100nm

함으로 단파장대역에서 광반사율의 감소를 기대할 수 있기 때문에 결정질실리콘 태양texturing
전지효율 개선에 긍정적인 향을 미치는 것으로 알려져 있다.
고효율 다결정실리콘 태양전지 양산공정에 적용하기 위해 마스크를 사용하지 않는 기반, RIE

건식 저반사율 결정질실리콘 표면 패턴연구를 수행하 다 마스크없이 표면 이texturing . texturing
완료된 시료들에 대하여 표준태양광스펙트럼의 파장대역에서 반사율과A1.5G 300-1100nm

들의 분포를 측정하고 검토하여 공정조건을 최적화 하 다 저반사율의minority carrier life time .
건식 결정질실리콘 표면 에 가장 적합한 플라즈마파워는 내외로 낮았고texturing 100W SF6/O2

혼합비율은 범위엿다 본 연구에서 확인된 최적의 을 위한 플라즈마공정 조건은0.8~0.9 . texturing
이온에 의한 표면원자들의 스퍼터링과 화학반응에 의한 증착이 교차하는 상태로서 확인된Si
최저 평균반사율은 내외 고 형 결정질실리콘 표면 패턴과 의14% p- texturing minority carrier

상관는 단결정이 대역에서 대역으로 감소하는 반면에서 다결정은 대역life time 16uS 14uS 1.6uS
에서 대역으로 오히려 미세한 증가를 보여 다결정 웨이퍼생산과정에서 발생하는1.7uS

제거의 긍정적 효과와 공정의 표면 결함발생에 의한 부정적 효과가 상쇄되saw-damage texturing
어 큰 변화를 보이지 않는 것으로 해석된다.


